
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を回転させることよって当該基板の乾燥処理を行う基板乾燥装置であって、
　 (a) 処理液が付着した基板を収容するチャンバーと、
　 (b) 前記チャンバー内に設けられ、水平方向を軸として回転するロータと、
　 (c) 前記ロータよりも上方の基板受渡位置にて前記装置の外部と基板の受け渡しを行う
とともに、前記ロータと前記基板の受け渡しを行う移載手段と、
　 (d) 前記基板受渡位置と、前記ロータと前記基板の受け渡しを行う基板移載位置と、前
記ロータより下方の待避位置とに前記移載手段を昇降させる昇降手段と、
　 (e) 前記ロータに設けられ、前記移載手段から渡された基板を保持する基板保持手段と
、
を備え

　
　

ることを特徴とする基板乾燥装置。
【請求項２】
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、
前記移載手段は、
(c-1) 前記基板を起立姿勢にて支持する複数の支持板と、
(c-2) 前記複数の支持板の相互間に設けられた液滴通過空間と、

を備え

基板を回転させることよって当該基板の乾燥処理を行う基板乾燥装置であって、
(a) 処理液が付着した基板を収容するチャンバーと、
(b) 前記チャンバー内に設けられ、水平方向を軸として回転するロータと、



　

　

　

　
　

【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の基板乾燥装置において、
　
　

【請求項４】
　 記載の基板乾燥装置において、
　前記複数の支持板のそれぞれは、前記移載手段が前記待避位置に位置しているときに、
前記基板保持手段に保持された基板の径方向と実質的に平行となる姿勢で設けられている
ことを特徴とする基板乾燥装置。
【請求項５】
　 記載の基板乾燥装置において、
　前記昇降手段は、
　前記移載手段を支持する支持軸を有し、
　前記支持軸は、前記基板保持手段に保持された前記基板の回転面と交わらないように設
けられていることを特徴とする基板乾燥装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の基板乾燥装置において、
　 (f) 前記チャンバー内を減圧する減圧手段を、
さらに備えることを特徴とする基板乾燥装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の基板乾燥装置において、
　 (g) 前記チャンバー内に窒素、加熱窒素、極低温窒素、イソプロピルアルコール、加熱
蒸気のいずれかを供給するガス供給手段を、
さらに備えることを特徴とする基板乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、半導体装置製造用基板や液晶表示器などの製造に用いられる基板（以下、単
に「基板」という）を回転させることよって当該基板の乾燥処理を行う基板乾燥装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、上記基板の製造工程においては、フッ酸等によるエッチング処理、純水による洗
浄処理等を経た後、基板乾燥装置によって乾燥処理を行うことにより、一連の処理が達成
されている。基板乾燥装置としては種々の形式のものが使用されており、基板を回転させ
つつ遠心力によって乾燥処理を行う装置（いわゆるスピンドライヤー）もその１つである
。
【０００３】
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(c) 前記ロータよりも上方の基板受渡位置にて前記装置の外部と基板の受け渡しを行う
とともに、前記ロータと前記基板の受け渡しを行う移載手段と、
(d) 前記基板受渡位置と、前記ロータと前記基板の受け渡しを行う基板移載位置と、前

記ロータより下方の待避位置とに前記移載手段を昇降させる昇降手段と、
(e) 前記ロータに設けられ、前記移載手段から渡された基板を保持する基板保持手段と

、
を備え、
前記移載手段は、
(c-1) 前記基板を起立姿勢にて支持する複数の支持板と、
(c-3) 前記複数の支持板のそれぞれに開けられた気流通過穴と、

を備えることを特徴とする基板乾燥装置。

前記ロータは、１対の回転体に前記基板保持手段を架設しており、
前記回転体のそれぞれは、その回転中心と前記基板保持手段が架設される架設位置とを

連結する連結部材を用いて形成されることを特徴とする基板乾燥装置。

請求項１から請求項３のいずれかに

請求項１から請求項４のいずれかに



従来より使用されている回転式の基板乾燥装置としては、例えば特開平６－１１２１８６
号公報に開示されたものがある。この装置では、基板保持用のボート（基板保持具４５）
が横軸型ロータに対して着脱自在に設けられている。乾燥装置外部との基板の受け渡しは
、横軸型ロータの下側に配置された保持具昇降手段がボートを突き上げ、装置外部の基板
搬送ロボットがそのボートに複数の基板を渡すまたは受け取ることによって行われる。ま
た、基板の乾燥時には、複数の基板とともにそれを保持するボートも横軸型ロータに固定
され、当該横軸型ロータが回転することによって乾燥が行われていた。すなわち、横軸型
ロータによって基板およびボートが回転され、基板に付着している液滴が遠心力によって
除去されるように構成されていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記従来の基板乾燥装置においては、乾燥処理時にフィルターを介して
吸気 っているものの、チャンバー内の雰囲気は大気雰囲気であるため、酸素やその他
のガス（ＮＯｘ、ＳＯｘ、ボロン系ガス、シロキサン系ガスなど）が介在し、不要な自然
酸化膜の形成、ウォーターマークの生成、ガス・パーティクルの吸着による汚染等の問題
が生じていた。そして、このような基板の汚染は、デバイスの歩留まりの低下の原因とな
っていた。
【０００５】
また、従来の基板乾燥装置では、基板とともにボートも横軸型ロータに固定されて、回転
されるため、回転対象物全体の慣性モーメントが大きくなり、加速に長時間を要していた
。このため、基板に付着している液滴の除去に要する時間が長時間化し、不要な自然酸化
膜の形成やウォーターマーク生成の問題を助長することとなっていた。
【０００６】
さらに、ボートを固定するための固定機構を横軸型ロータに設ける必要があるため、横軸
型ロータの構造が複雑となって汚染蓄積の可能性が生じるとともに、その固定機構自体が
慣性モーメントを大きくし、横軸型ロータの加速に要する時間をさらに長時間化させるこ
ととなっていた。これにより、上述の問題がより発生しやすいものとなっていた。
【０００７】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、回転乾燥処理時における基板の汚染を
防止することができる基板乾燥装置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１の発明は、基板を回転させることよって当該基板の
乾燥処理を行う基板乾燥装置であって、 (a)処理液が付着した基板を収容するチャンバー
と、 (b)前記チャンバー内に設けられ、水平方向を軸として回転するロータと、 (c)前記ロ
ータよりも上方の基板受渡位置にて前記装置の外部と基板の受け渡しを行うとともに、前
記ロータと前記基板の受け渡しを行う移載手段と、 (d)前記基板受渡位置と、前記ロータ
と前記基板の受け渡しを行う基板移載位置と、前記ロータより下方の待避位置とに前記移
載手段を昇降させる昇降手段と、 (e)前記ロータに設けられ、前記移載手段から渡された
基板を保持する基板保持手段と、を備え

る。
【０００９】
　また、請求項２の発明は、
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を行

、前記移載手段に、 (c-1) 前記基板を起立姿勢に
て支持する複数の支持板と、 (c-2) 前記複数の支持板の相互間に設けられた液滴通過空間
と、を備え

基板を回転させることよって当該基板の乾燥処理を行う基板
乾燥装置であって、 (a) 処理液が付着した基板を収容するチャンバーと、 (b) 前記チャン
バー内に設けられ、水平方向を軸として回転するロータと、 (c) 前記ロータよりも上方の
基板受渡位置にて前記装置の外部と基板の受け渡しを行うとともに、前記ロータと前記基
板の受け渡しを行う移載手段と、 (d) 前記基板受渡位置と、前記ロータと前記基板の受け
渡しを行う基板移載位置と、前記ロータより下方の待避位置とに前記移載手段を昇降させ
る昇降手段と、 (e) 前記ロータに設けられ、前記移載手段から渡された基板を保持する基



。
【００１０】
　また、請求項３の発明は、請求項１または請求項２の発明に係る基板乾燥装置において
、

。
【００１１】
　また、請求項４の発明は、 の発明に係る基板乾燥装置
において、前記複数の支持板のそれぞれを、前記移載手段が前記待避位置に位置している
ときに、前記基板保持手段に保持された基板の径方向と実質的に平行となる姿勢で設けて
いる。
【００１２】
　また、請求項５の発明は、 の発明に係る基板乾燥装置
において、前記昇降手段に、前記移載手段を支持する支持軸を設け、前記支持軸を、前記
基板保持手段に保持された前記基板の回転面と交わらないように設けている。
【００１３】
また、請求項６の発明は、請求項１から請求項５のいずれかの発明に係る基板乾燥装置に
おいて、 (f)前記チャンバー内を減圧する減圧手段を、さらに備えている。
【００１４】
また、請求項７の発明は、請求項１から請求項６のいずれかの発明に係る基板乾燥装置に
おいて、 (g)前記チャンバー内に窒素、加熱窒素、極低温窒素、イソプロピルアルコール
、加熱蒸気のいずれかを供給するガス供給手段を、さらに備えている。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１６】
まず、本発明に係る基板乾燥装置を組み込んだ基板処理ユニットの一例について簡単に説
明する。図１は、本発明に係る基板乾燥装置を組み込んだ基板処理ユニットを示す概略構
成図である。なお、図１および以下の各図には、それらの方向関係を明確にするため、Ｘ
ＹＺ直交座標系を必要に応じて付している。
【００１７】
この処理ユニットは、基板にフッ酸等による薬液処理および純水による洗浄処理を行った
後、基板を回転させることによって乾燥処理を行うユニットである。この処理ユニットは
、複数の基板Ｗを収容したカセットＣの搬入搬出を行う搬出入部１１０と、基板取出部１
２０と、３つの液処理部１３０と、本発明に係る基板乾燥装置１００と、基板搬送ロボッ
トＴＲとを備える。
【００１８】
搬出入部１１０は、未処理基板Ｗを収容したカセットＣを基板取出部１２０に渡す。基板
取出部１２０は、カセットＣから複数の未処理基板Ｗを突き上げて基板搬送ロボットＴＲ
に渡す。基板搬送ロボットＴＲは、水平方向（Ｘ方向）に移動自在であり、基板Ｗを液処
理部１３０および基板乾燥装置１００に順次搬送する。
【００１９】
３つの液処理部１３０は、それぞれ基板Ｗに対して薬液処理または純水洗浄処理を行う処
理部である。そして、純水による洗浄処理が終了した基板Ｗは基板搬送ロボットＴＲによ
って基板乾燥装置１００に渡され、乾燥処理に供される。なお、基板乾燥装置１００につ
いてはさらに詳述する。
【００２０】
乾燥処理が終了した基板Ｗは、再び基板搬送ロボットＴＲによって基板取出部１２０上方
にまで搬送される。そして、基板取出部１２０は、処理済みの基板Ｗを基板搬送ロボット
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板保持手段と、を備え、前記移載手段に、 (c-1) 前記基板を起立姿勢にて支持する複数の
支持板と、 (c-3) 前記複数の支持板のそれぞれに開けられた気流通過穴と、を備える

前記ロータを、１対の回転体に前記基板保持手段を架設したものとし、前記回転体のそ
れぞれを、その回転中心と前記基板保持手段が架設される架設位置とを連結する連結部材
を用いて形成している

請求項１から請求項３のいずれか

請求項１から請求項４のいずれか



ＴＲから受け取ってカセットＣに収納する。複数の処理済み基板Ｗを収容したカセットＣ
は搬出入部１１０に渡され、そこから処理ユニット外部に搬出される。
【００２１】
次に、基板乾燥装置１００についてさらに説明を続ける。図２は、基板乾燥装置１００の
要部構成を示す正面図である。また、図３は、基板乾燥装置１００の要部構成を示す側面
図である。
【００２２】
本実施形態の基板乾燥装置１００は、チャンバー５の内部にロータ１０および移載部２０
を備えるとともに、チャンバー５の外部に移載部２０を昇降させる昇降機構３０および雰
囲気制御手段を備える。
【００２３】
チャンバー５は、その軸を水平方向（Ｙ方向）とする略円筒形状の処理室である。チャン
バー５の上部には、図示を省略する開閉手段によってＺ方向に昇降し、Ｘ方向に水平移動
することによって、開閉自在とされたオートカバー６が設けられている。オートカバー６
が閉められた状態（図２に示す状態）において、オートカバー６とチャンバー５との間に
はシール部材６ａが設けられており、チャンバー５内部の気密性が保たれる。すなわち、
チャンバー５は密閉型のチャンバーである。
【００２４】
チャンバー５には配管８１、バルブ８２を介してガス供給手段８０が接続されている。ガ
ス供給手段８０は、チャンバー５内部の雰囲気制御手段の１つであり、窒素、加熱窒素、
極低温窒素、ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）、加熱蒸気のいずれかを供給してチャン
バー５内部の酸素分圧を低下させることができる。
【００２５】
また、チャンバー５の下部には配管８８が接続されている。配管８８は、経路途中におい
て２つに分岐しており、その一方はバルブ８５を介して処理ユニット外部の排気ラインに
連通され、他方はバルブ８６を介して減圧ポンプ８７に接続されている。減圧ポンプ８７
は、チャンバー５内部の雰囲気制御手段の１つであり、密閉状態のチャンバー５内部を強
制排気によって減圧雰囲気とすることができる。
【００２６】
チャンバー５の内部には、ロータ１０が設けられている。図示の如く、ロータ１０は１対
の「Ｘ字型」のエンドプレート１１間に２つの固定式基板保持部材１２および２つの可動
式基板保持部材１５を架設した構造とされている。固定式基板保持部材１２は、その両端
が２枚のエンドプレート１１に固設されるとともに、それぞれが１枚の基板Ｗを保持する
溝が複数刻設されている。一方、可動式基板保持部材１５は、その両端が２枚のエンドプ
レート１１に回動軸１５ａを中心として回動自在に接続されるとともに、それぞれが１枚
の基板Ｗを保持する溝が複数刻設されている。可動式基板保持部材１５は、図示を省略す
るリンク機構によって回動するように構成されており、基板Ｗの端縁を押圧・保持する位
置（図２の実線位置）と基板Ｗを解放する位置（図２の２点鎖線位置）との間で回動する
。なお、このリンク機構としては、例えば既述した従来技術と同様のものを使用すればよ
く、ロータ１０の回転時においても当該リンク機構によって基板Ｗを確実に保持すること
が可能である。
【００２７】
２枚のエンドプレート１１のそれぞれの中心部にはロータ軸１８が固設されている。ロー
タ軸１８は、シール部材１９を介してチャンバー５に対して回転自在に設けられている。
すなわち、シール部材１９はチャンバー５内部の気密性を維持するとともに、ロータ軸１
８を回転自在に保持する役割を果たしている。そして、１つのロータ軸１８はその一方側
端部（エンドプレート１１に固設されているのと反対側の端部）がチャンバー５の外部に
設けられたモータＭに接続されている。このような構成により、モータＭの回転によって
、ロータ１０およびロータ１０に保持された複数の基板Ｗを回転させることが可能である
。なお、２枚のエンドプレート１１のそれぞれには、バランサー１３が設けられており、
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ロータ１０回転時の回転バランスが保たれている。
【００２８】
チャンバー５内部のロータ１０の下方には、移載部２０が設けられている。図４は、移載
部２０を示す斜視図である。図示の如く、移載部２０は、１対の側板２２の間に３つの基
板支持板２１ａ，ｂ，ｃを架設した構造とされている。３つの基板支持板２１ａ，ｂ，ｃ
のそれぞれの両端は側板２２に固設されている。また、基板支持板２１ａ，ｂ，ｃには、
それぞれが１枚の基板Ｗを保持する溝が複数刻設されている。なお、基板支持板２１ａ，
ｂ，ｃにおいて、基板Ｗと接触する樹脂部２１ａａ、２１ｂａ、２１ｃａはそれぞれステ
ンレス等の耐食性の金属からなる金属部２１ａｂ、２１ｂｂ、２１ｃｂに固定されており
、当該金属部２１ａｂ、２１ｂｂ、２１ｃｂが側板２２、２２に固定されている。金属部
２１ａｂ、２１ｂｂ、２１ｃｂには複数の気流通過穴２０１が開けられている。また、両
側の基板支持板２１ａ，ｃについては鉛直方向から傾斜されて設けられているのであるが
、この意義については後述する。
【００２９】
図３に戻り、チャンバー５の下方には、移載部２０を昇降させる昇降機構３０が設けられ
ている。昇降機構３０は、モータ３１と、ベルト３２と、雄ねじ３３と、支持ブロック３
４と、支持軸３５とを備える。モータ３１の回転軸と雄ねじ３３の下端にはベルト３２が
掛けられている。雄ねじ３３には支持ブロック３４が螺合され、当該支持ブロック３４の
上面には支持軸３５の下端が接続されている。支持軸３５の上端は、移載部２０の２つの
側板２２のそれぞれの底部に固設されている。
【００３０】
モータ３１の正または逆回転はベルト３２を介して雄ねじ３３に伝達され、雄ねじ３３を
回転させる。そして、雄ねじ３３の回転に伴って支持ブロック３４が上下方向に移動し、
支持ブロック３４に連結された移載部２０が昇降する。このような構成により、移載部２
０は、基板搬送ロボットＴＲと基板Ｗの受け渡しを行う基板受渡位置Ｐ３と（図２参照）
、ロータ１０と基板Ｗの受け渡しを行う基板移載位置Ｐ２と、ロータ１０より下方の待避
位置Ｐ１との間で昇降機構３０によって昇降されることとなる。なお、移載部２０を昇降
させる機構としては、このような形態に限定されるものではなく、エアシリンダやアクチ
ュエータ等を用いた昇降機構であってもよい。
【００３１】
以上、本発明に係る基板乾燥装置１００の構成について説明したが、次に本装置の動作に
ついて説明する。なお、本実施形態においては、移載部２０が移載手段に相当し、昇降機
構３０が昇降手段に相当し、固定式基板保持部材１２および可動式基板保持部材１５が基
板保持手段に相当し、エンドプレート１１が回転体に相当する。
【００３２】
まず、液処理部１３０における液処理が終了し、処理液（ここでは、洗浄処理に使用され
た純水）が付着した複数の基板Ｗが基板搬送ロボットＴＲによって基板乾燥装置１００の
上方まで搬送される。そして、移載部２０が昇降機構３０によって基板受渡位置Ｐ３まで
上昇し、基板搬送ロボットＴＲから処理液の付着した複数の基板Ｗを受け取る。このとき
には、移載部２０の３つの基板支持板２１ａ，ｂ，ｃに刻設された溝に基板Ｗの端縁がは
まり込み、複数の基板Ｗが相互に所定の間隔を隔てた起立姿勢（主面を水平方向に向けた
姿勢）にて支持される。
【００３３】
次に、昇降機構３０が移載部２０を基板移載位置Ｐ２まで降下させる。基板移載位置Ｐ２
においては、移載部２０の３つの基板支持板２１ａ，ｂ，ｃによって支持されていた複数
の基板Ｗがロータ１０の２つの固定式基板保持部材１２に渡される。このときにも、ロー
タ１０の２つの固定式基板保持部材１２に刻設された溝に基板Ｗの端縁がはまり込み、複
数の基板Ｗが相互に所定の間隔を隔てた起立姿勢にて保持される。
【００３４】
その後、移載部２０は昇降機構３０によって待避位置Ｐ１まで降下する。移載部２０が待
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避位置Ｐ１まで降下した状態においては、支持軸３５に周設された環状部材３５ａがチャ
ンバー５の底壁に嵌合することとなり、これによってロータ１０回転時のチャンバー５内
部の気密性が維持される。
【００３５】
一方、２つの固定式基板保持部材１２に保持された複数の基板Ｗは、２つの可動式基板保
持部材１５の回動によってロータ１０に確実に保持されることとなる。すなわち、２つの
可動式基板保持部材１５が図２中の２点鎖線位置から実線位置に回動することにより、可
動式基板保持部材１５に刻設された溝に基板Ｗの端縁がはまり込み、複数の基板Ｗが２つ
の固定式基板保持部材１２および２つの可動式基板保持部材１５によって４点で確実に保
持される。
【００３６】
その後、オートカバー６が閉じられ、チャンバー５内部の気密性が十分な状態とされた後
、モータＭによってロータ１０の矢印Ａ方向への回転が開始される。このときには、バル
ブ８２を開いてガス供給手段８０からチャンバー５内部に、窒素、加熱窒素、極低温窒素
、ＩＰＡ、加熱蒸気のいずれかを供給するようにしてもよいし、また、バルブ８６を開い
て減圧ポンプ８７の強制排気によりチャンバー５内部を減圧雰囲気としてもよい。
【００３７】
ロータ１０の回転に伴って、それに保持された複数の基板Ｗも回転し、当該基板Ｗに付着
した処理液が遠心力によって除去されて乾燥処理が進行する。
【００３８】
基板Ｗの乾燥処理が終了すると、上述したのとは逆の手順によって乾燥後の基板Ｗが基板
乾燥装置１００外部に出される。すなわち、オートカバー６が開けられるとともに、２つ
の可動式基板保持部材１５が図２中の実線位置から２点鎖線位置まで回動することにより
、基板Ｗが解放される。そして、移載部２０が昇降機構３０によって基板移載位置Ｐ２ま
で上昇することにより、複数の基板Ｗがロータ１０から移載部２０に渡される。移載部２
０がさらに上昇し、基板受渡位置Ｐ３まで上昇したときに基板Ｗを基板搬送ロボットＴＲ
に渡す。その後、基板搬送ロボットＴＲは基板取出部１２０まで乾燥処理後の基板Ｗを搬
送する。
【００３９】
以上のようにすれば、まず、既述した従来技術のように基板保持用のボートを使用してい
ないため、ロータ１０とともにボートを回転させる必要もなくなり、回転対象物全体の慣
性モーメントを従来よりも小さくすることができる。その結果、ロータ１０の加速を迅速
かつ短時間に行うことができ、基板に付着している液滴の除去に要する時間が短時間化で
きるとともに、不要な自然酸化膜の形成やウォーターマーク生成の問題を回避し易くして
回転乾燥処理時における基板Ｗの汚染を防止することができる。
【００４０】
また、ロータ１０にボートを固定するための固定機構を設ける必要もないため、ロータ１
０の構造を従来より簡素なものとして汚染蓄積の可能性を低減することができる。そして
、ボートを固定するための固定機構を設ける必要がないため、回転対象物全体の慣性モー
メントをより小さくすることができ、ロータ１０の加速に要する時間をさらに短時間化さ
せることができる。その結果、上述の効果がより得られ易くなる。
【００４１】
また、ロータ１０のエンドプレートの形状が従来技術では円板であったのに対して、本実
施形態では「Ｘ字型」のエンドプレート１１としているため、エンドプレート１１の質量
が小さなものとなり、ロータ１０自体の慣性モーメントを従来よりも小さくすることがで
きる。その結果、ロータ１０の加速をより迅速かつ短時間に行うことができ、上記と同じ
効果をさらに高めることができる。
【００４２】
ところで、回転乾燥処理時において移載部２０に処理液が付着していると、基板Ｗの回転
に伴ってチャンバー５内部に発生した気流によりその処理液が飛散し、基板Ｗに付着して
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汚染の原因となることがある。本実施形態においては、図４に示すように、移載部２０の
基板支持板２１ａと基板支持板２１ｂとの間および基板支持板２１ｂと基板支持板２１ｃ
との間に間隔が開けられ、その間隔が液滴通過空間とされている。このため、移載部２０
が複数の基板Ｗを保持したときに、基板Ｗに付着していた処理液は液滴通過空間から落下
し、移載部２０に溜まることがない。その結果、移載部２０に溜まった処理液の飛散によ
る基板Ｗの汚染を防止することができる。
【００４３】
また、基板Ｗの回転乾燥処理時には、基板Ｗから処理液が遠心力によって飛散するのであ
るが、本実施形態においては移載部２０に液滴通過空間が設けられており、基板Ｗから飛
散した液滴はその液滴通過空間を通り抜け、移載部２０にはほとんど付着することがない
。従って、移載部２０に付着した処理液が、基板Ｗの回転に伴う気流によって再度飛散し
、基板Ｗに再付着することによる汚染を防止することができる。
【００４４】
また、移載部２０の両側の基板支持板２１ａ，ｃについては鉛直方向から傾斜されて設け
られている。より厳密に述べると、移載部２０が待避位置Ｐ１まで降下した状態において
、ロータ１０に保持された基板Ｗの径方向と実質的に平行となる姿勢で基板支持板２１ａ
，ｂ，ｃは設けられている。図５は、傾斜された基板支持板２１ａ，ｂ，ｃの機能につい
て説明する図である。同図に点線で示すように、回転処理中の基板Ｗからは遠心力によっ
てその径方向に液滴が飛散することが多い。ここで、基板支持板２１ａ，ｂ，ｃが基板Ｗ
の径方向と実質的に平行に設けられていることにより、基板支持板２１ａ，ｂ，ｃの全て
を鉛直方向に設けた場合に比較して基板Ｗから遠心力によって飛散した処理液がスムーズ
に液滴通過空間を通過し、移載部２０に付着しにくくなる。その結果、移載部２０に付着
する処理液をより低減することができ、気流による再付着に起因した基板Ｗの汚染をより
確実に防止することができる。
【００４５】
また、基板支持板２１ａ、２１ｂ、２１ｃには気流通過穴２０１が開けられているので、
回転乾燥処理時には当該気流通過穴２０１を通って気流がチャンバー５内から配管８８の
方向に向かって流れる。このため、待避位置Ｐ１にある移載部２０がチャンバー５から配
管８８へ向かう気流の進行を阻害することを抑制でき、処理液を迅速にチャンバー５外に
排出できる。よって基板Ｗを迅速に乾燥させることができる。
【００４６】
また、図３に示すように、移載部２０は２本の支持軸３５によって支持されている。そし
て、２本の支持軸３５はロータ１０に保持された複数の基板Ｗの回転面（基板Ｗの主面を
仮想的にＸＺ方向に延長した平面）と交わらないように設けられている。すなわち、ロー
タ１０に保持された複数の基板Ｗの回転面は、ＸＺ平面と平行な平面であって基板Ｗの数
と同じだけ存在するのであるが、それらのいずれとも交わらないように移載部２０の両端
（Ｙ方向の両端）に支持軸３５が接続されている。回転処理中の基板Ｗからは遠心力によ
ってその回転面に沿って液滴が飛散するのであるが、支持軸３５がロータ１０に保持され
た複数の基板Ｗの回転面と交わらないように設けられているため、飛散した処理液が支持
軸３５に付着することはない。このため、支持軸３５に付着した処理液が、基板Ｗの回転
に伴う気流によって再度飛散し、基板Ｗに再付着することによる汚染を防止することがで
きる。
【００４７】
また、特に本実施形態ではロータ１０に保持される複数の基板の内、両端の基板の回転面
に挟まれる空間よりも外側に支持軸３５を設けているので、飛散した処理液が支持軸３５
に付着して、付着した処理液が再度飛散することや、飛散した処理液が支持軸３５に当た
って跳ね返り、基板Ｗに付着することをより確実に防止することができる。
【００４８】
また、回転乾燥処理時においてガス供給手段８０からチャンバー５内部に、窒素、加熱窒
素、極低温窒素、ＩＰＡ、加熱蒸気のいずれかを供給すれば、チャンバー５内部の酸素や
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その他のガス（ＮＯｘ、ＳＯｘ、ボロン系ガス、シロキサン系ガスなど）の分圧を低下さ
せ、不要な自然酸化膜の形成、ウォーターマークの生成、ガス・パーティクルの吸着によ
る基板Ｗの汚染を防止することができる。
【００４９】
さらに、回転乾燥処理時において減圧ポンプ８７の強制排気によりチャンバー５内部を減
圧雰囲気としても酸素やその他のガスの分圧を低下させ、上記ガス供給手段８０に依るの
と同様の効果を得ることができる。
【００５０】
以上、本発明の実施の形態について説明したが、この発明は上記の例に限定されるもので
はない。例えば、上記実施形態においては、ロータ１０のエンドプレート１１の形状を「
Ｘ字型」としていたが、これに限られるものではない。図６は、エンドプレート１１の他
の形状を適用した基板乾燥装置の一例を示す図である。図６に示す基板乾燥装置が図２に
示した基板乾燥装置と異なるのは、エンドプレート１１の形状が「Ｙ字型」である点であ
る。従って、図６の形態においては、複数の基板Ｗが１つの固定式基板保持部材１２およ
び２つの可動式基板保持部材１５によって３点で保持されることとなる。また、エンドプ
レート１１の形状に対応して、移載部２０の形状も固定式基板保持部材１２と干渉しない
ようにＸ方向に２つに分離した形状としている。残余の点については、上記実施形態（図
２の形態）と同じであるため、その説明は省略する。
【００５１】
このようにしても、エンドプレート１１を円板ではなく「Ｙ字型」としているため、エン
ドプレート１１の質量が小さなものとなり、ロータ１０自体の慣性モーメントを従来より
も小さくすることができる。その結果、ロータ１０の加速をより迅速かつ短時間に行うこ
とができ、基板に付着している液滴の除去に要する時間が短時間化できるとともに、不要
な自然酸化膜の形成やウォーターマーク生成の問題を回避し易くして回転乾燥処理時にお
ける基板Ｗの汚染を防止することができる。
【００５２】
また、エンドプレート１１は５点で基板Ｗを支持する形状であってもよいし、それ以上の
点で基板Ｗを支持する形状であっても良い。換言すれば、エンドプレート１１に最低限要
求されるのは、ロータ軸１８が固設される回転中心と基板保持手段（固定式基板保持部材
１２および可動式基板保持部材１５）が架設される架設位置とを連結する帯状または棒状
の連結部材であり、そのような連結部材を用いて形成されているものであれば本発明に係
る基板乾燥装置に適用可能である。もっとも、図２および図６に示したような放射状形状
のエンドプレート１１であれば、必要最小限の連結部材のみによって構成されているため
、ロータ１０の軽量化による効果を効率よく得ることができる。
【００５３】
また、本実施形態では移載部２０の基板支持板２１ａ、２１ｂ、２１ｃにおいて、樹脂部
を板状の金属部に固定したが、移載部２０の正面断面図である図７のように該金属部を断
面略円形のパイプ形状のパイプ形金属部２１１ａｂ、２１１ｂｂ、２１１ｃｂとし、それ
に樹脂部２１１ａａ、２１１ｂａ、２１１ｃａを固定するようにしても良い。
【００５４】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１の発明によれば、移載手段からロータに基板が渡され、
移載手段はロータより下方の待避位置にまで降下するため、従来のようにロータとともに
ボートを回転させる必要がなくなり、回転対象物全体の慣性モーメントを小さくすること
ができる。その結果、ロータの加速を迅速かつ短時間に行うことができ、基板に付着して
いる液滴の除去に要する時間が短時間化できるとともに、不要な自然酸化膜の形成やウォ
ーターマーク生成の問題を回避し易くして回転乾燥処理時における基板Ｗの汚染を防止す
ることができる。
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また、移載手段が複数の支持板の相互間に設けられた液滴通過空間を備
えるため、基板に付着していた処理液は液滴通過空間から落下して移載手段に溜まること
がなくなり、移載手段に溜まった処理液の飛散による基板の汚染を防止することができる



【００５５】
　また、請求項２の発明によれば、

【００５６】
　また、請求項３の発明によれば、

【００５７】
また、請求項４の発明によれば、複数の支持板のそれぞれは、移載手段が待避位置に位置
しているときに、基板保持手段に保持された基板の径方向と実質的に平行となる姿勢で設
けられているため、基板から回転によって飛散した処理液がスムーズに液滴通過空間を通
過し、移載手段に付着しにくくなっている。その結果、移載手段に付着する処理液をより
低減することができ、気流による再付着に起因した基板の汚染をより確実に防止すること
ができる。
【００５８】
また、請求項５の発明によれば、昇降手段の支持軸は、基板保持手段に保持された基板の
回転面と交わらないように設けられているため、回転する基板から飛散した処理液が支持
軸に付着することはなく、支持軸に付着した処理液が基板の回転に伴う気流によって再度
飛散し、基板に再付着することに起因した基板の汚染を防止することができる。
【００５９】
また、請求項６の発明によれば、チャンバー内を減圧する減圧手段を備えているため、回
転乾燥処理時において減圧手段の強制排気によりチャンバー内部を減圧雰囲気とすれば、
酸素等の分圧を低下させ、不要な自然酸化膜の形成、ウォーターマークの生成、ガス・パ
ーティクルの吸着による基板の汚染を防止することができる。
【００６０】
また、請求項７の発明によれば、チャンバー内に窒素、加熱窒素、極低温窒素、イソプロ
ピルアルコール、加熱蒸気のいずれかを供給するガス供給手段を備えているため、回転乾
燥処理時においてガス供給手段からチャンバー内部に、窒素、加熱窒素、極低温窒素、Ｉ
ＰＡ、加熱蒸気のいずれかを供給すれば、チャンバー内部の酸素等の分圧を低下させ、不
要な自然酸化膜の形成、ウォーターマークの生成、ガス・パーティクルの吸着による基板
の汚染を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る基板乾燥装置を組み込んだ基板処理ユニットを示す概略構成図であ
る。
【図２】図１の基板乾燥装置の要部構成を示す正面図である。
【図３】図１の基板乾燥装置の要部構成を示す側面図である。
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。また、回転する基板から飛散した液滴は液滴通過空間を通り抜け、移載手段にはほとん
ど付着することがなく、移載手段に付着した処理液が、基板の回転に伴う気流によって再
度飛散し、基板に再付着することによる汚染を防止することができる。

移載手段からロータに基板が渡され、移載手段はロー
タより下方の待避位置にまで降下するため、従来のようにロータとともにボートを回転さ
せる必要がなくなり、回転対象物全体の慣性モーメントを小さくすることができる。その
結果、ロータの加速を迅速かつ短時間に行うことができ、基板に付着している液滴の除去
に要する時間が短時間化できるとともに、不要な自然酸化膜の形成やウォーターマーク生
成の問題を回避し易くして回転乾燥処理時における基板Ｗの汚染を防止することができる
。また、移載手段が複数の支持板のそれぞれに開けられた気流通過穴を備えるため、移載
手段がチャンバー内の気流の進行を阻害することを抑制でき、基板を迅速に乾燥させるこ
とができる。

ロータの回転体がその回転中心と基板保持手段が架設
される架設位置とを連結する連結部材を用いて形成されているものであるため、回転体の
質量が小さなものとなり、ロータ自体の慣性モーメントを従来よりも小さくすることがで
きる。その結果、ロータの加速をより迅速かつ短時間に行うことができ、基板に付着して
いる液滴の除去に要する時間が短時間化できるとともに、不要な自然酸化膜の形成やウォ
ーターマーク生成の問題を回避し易くして回転乾燥処理時における基板Ｗの汚染を防止す
ることができる。



【図４】図１の基板乾燥装置の移載部を示す斜視図である。
【図５】傾斜された基板支持板の機能について説明する図である。
【図６】エンドプレートの他の形状の一例を示す図である。
【図７】図１の基板乾燥装置の移載部の他の例を示す正面断面図である
【符号の説明】
５　チャンバー
１０　ロータ
１１　エンドプレート
１２　固定式基板保持部材
１５　可動式基板保持部材
２０　移載部
２１ａ、２１ｂ、２１ｃ　基板支持板
３０　昇降機構
３５　支持軸
８０　ガス供給手段
８７　減圧ポンプ
Ｗ　基板
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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